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 近年、新奇機能性材料の創出の観点から、機能性二次元材料をファンデルワールス力

により積層した層状物質が注目を集めている。これらの物質系では、層間の電気的、光

学的、またスピン軌道結合を自在に設計し、制御することが可能になると期待される[1]。
このような観点から、我々は二次元(層内)強磁性 Eu 層により二枚の SnAs 層が挟まれた

EuSn2As2 に関して研究を行った。 
 EuSn2As2 では、Eu のスピン分極は層間で反強磁性的に秩序し、ネール温度 TN は約 25 
K である[2]。本試料[3]に関して電気抵抗率を測定したところ、TN 以下で抵抗が上昇する

ことが明らかになった。角度分解光電子分光(ARPES)によりバンド分散を評価したとこ

ろ、Γ点のフェルミレベル近傍において、TN以上では三次元的なバンド分散が観測され

るのに対し、TN 以下では二次元的なバンド分散が観測され、それがフェルミ面の形状を

変調することが明らかになった。本結果は、Eu の磁気秩序が電子系の次元を変調するこ

とでマクロな電気伝導特性に影響を与えることを明らかにし、層状物質の創生による物

質のバンドエンジニアリングにスピンが強く影響を与えることを示唆する。発表では、

ARPES 測定と第一原理計算との比較より、Eu スピンによる電子系の次元のスイッチン

グの起源に関して議論を行う。 
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